O germanio vem sendo estudado como possivel subdibusilicio em
dispositivos semicondutores de alto desempenho upom@presen
melhores propriedades de transporte de portad@esaa. Um dc
desafios a serem vencidos é a passivacao supedi&e, isso €,
eliminacédo de estados eletronicos de siigerhtravés da deposigac
uma fina camada de um isolante elétrico. Nesse ltrapatilizamo:
espalhamento de ions de energia intermediaria (Mg& caracteriz
HfO, (cerca de 4 nm) depositado sobre Ge diretamenteraiwcamads
intermediarias de Si e SiNPara efeito de comparagdo, a mesma
de amostras foi preparada sobre substrato de Siguka ao lad
compara espectros correspondentes a Hf obtidos parastra
preparadas sobre Ge e Si, sem camada intermedidticando que
flme em Si é mais espesso. Resultados como edfe send
utilizados para refinamento das condicdes de paggardas amostr.
Temos a perspectiva de utilizar MEIS para avaliestabilidade térmic
desses materiais. Agradecimentos: CNPqg, CAPES e FAPERGS.
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Energia dos prétons espalhados (keV)



